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 第2章 W/CGTの接触抵抗率の評価とメモリセル抵抗値への影響 
 W/CGTの接触抵抗率をCircular Transfer Length Method (CTLM)を用いて定量的に評価し、その相変化メモリセ
ルの抵抗値に及ぼす影響を相変化材料の膜厚の縮小に着目して調査した。W/アモルファス CGT の接触抵抗率は
















XANESによるCGTのCu L3 edgeの変化を調査した。その結果、結晶CGTのCu L3 edgeは、熱処理温度257℃





































 CGT 薄膜の Ge 組成を変化させる事で、CGT 薄膜のキャリア濃度を制御して、W/CGT の接触抵抗率に及ぼ
すCGTのキャリア濃度の影響を調査した。W/アモルファスCGTの接触抵抗率は、化学量論組成 (Ge = 16 at.%) 
に対してGe-rich (Ge > 17.1 at.%)ではキャリア濃度の増加に伴って殆ど変化しなかった。一方、Ge-poor (Ge < 
15.4 at.%) では、キャリア濃度の増加に伴って接触抵抗率は減少した。この結果から、W/Ge-rich アモルフ
ァスCGTでは、界面の電流輸送機構はThermionic Emission (TE)モードが支配的であり、W/Ge-poor アモル
ファスCGTでは、Thermionic Field Emission (TFE)モードが支配的なると考えられる。W/結晶CGTの接触抵
抗率は、結晶 CGT のキャリア濃度に依存しなかった。これは 5 章で議論したように、W/CGT 界面にホー
ルに対するショットキー障壁が存在しない事からオーミック接触になっているためだと考えられる。 
 
第7章 結論 
 本章は、結論であり、2章から6章までに得られた結果をまとめている。 
 
 
